附件1
2026“中国电子学会博士生科研激励计划
[bookmark: _GoBack]（集成电路专项）”重点支持方向
一、多级异构存储架构及其性能优化研究
1.1 DRAM-NAND分层存储架构与性能量化研究：分层访问延迟计算、有效带宽量化、性能理论模型搭建、读写性能上限推导。
1.2 GPU-HBM-SSD架构跨层级内存访问与延迟优化研究：数据预取策略、缓存一致性协议、跨层级访问延迟机理、长延迟隐藏技术。
1.3 GPU-HBM架构内存调度与计算单元利用率优化研究：并行计算单元优化、内存访问与调度路径优化、访存模式设计、算力与带宽匹配机制、算力利用率提升路径。
二、高算力存储芯片互连接口协议与信号完整性研究
2.1 三维堆叠芯片UCIe互连协议适用性研究：UCIe核心要求与性能指标量化、协议适配性仿真、应用场景适配分析、协议适用性评估。
2.2 存算一体架构接口协议与带宽优化研究：现有协议及接口短板分析、传输效率提升方法、协议精简优化、架构适配性策略构建。
2.3 TSV高速传输信号完整性与功耗优化研究：多速率信道仿真、串扰与延迟量化评估、功耗量化仿真模型搭建、结构与工艺优化策略。
三、集成电路关键材料、工艺和器件机理研究
3.1 尺寸效应对金属硅化物热稳定性及电性影响研究：纳米尺度TiSix/NiSix/CoSix相变热力学、微缩化导致的电阻率异常升高机制、低热预算下的相稳定化技术、界面粗糙度对电性影响分析、新型硅化物形成工艺与退火优化技术。
3.2 薄膜应力来源和调控方法研究：薄膜应力起源与影响因素、不同材料（介质、金属）界面应力仿真、工艺参数对薄膜应力影响与调控策略。
3.3 超薄沟道器件缺陷诱导的漏电流及可靠性问题研究：量子限制效应下载流子输运建模、界面态与体陷阱俘获散射动力学、微观缺陷诱导漏电流机理、缺陷对器件经时击穿（TDDB）及偏置温度不稳定性（BTI）的影响评估、可靠性增强策略。
四、异构集成界面键合机理、热-力耦合行为与可靠性研究
4.1 薄膜材料键合强度研究：薄膜键合强度的机理与理论模型、不同薄膜材料（金属-金属、介质-介质、金属-介质）键合强度分析与仿真。
4.2 异构集成热管理与可靠性研究：微流道结构优化设计、热界面材料（TIM）梯度匹配、热-力耦合仿真、高功率密度散热技术。
4.3 三维堆叠界面研究：多层异构键合力学分析、微观形貌调控方案、热–力耦合失效机理、疲劳寿命仿真预测。

